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半導体量子構造中へのスピン流・スピン偏極生成法として，Rashba型スピン軌道相互作用 (RSOI)

を有する 2次元電子系 (2DEG)をベースとした微細構造を用いるものが多数提案されている [1]が，

実験の確認例はない．一方，RSOI系の量子ポイントコンタクト (QPC)で，量子伝導度 ( Gq ≡ 2e2/h)

の 1/2での量子化現象 (0.5プラトー)が見出され [2]，スピンフィルター効果によるものとされてい

る [3, 4]．本発表では，側面結合量子ドット (QD)による新手法を用いて擾乱を抑え，0.5プラトー

及び 1プラトーでのスピン偏極のバイアス電圧依存性を調べた結果について報告する．

試料はGaAs基板上 In0.1Ga0.9Asの擬格子整合量子井戸中の 2DEGに対し，ショットキースプリッ

トゲート法で QPCとQDとを形成した (図 1)．図 1メインはQPC伝導度のゲート電圧特性で，0.5，

1の両プラトーが観測されている．スピン偏極は，QD (電子数 N)への 2電子トンネル過程 (N: 1→
2，2→3)の発生頻度比に対するスピンブロッケードを利用し，1aA程度の交流で測定する．

図 1挿入図はスピン偏極 P ≡ (n↑ − n↓)/(n↑ + n↓)を 0.5，1のプラトーで，バイアス電圧の関数と

して調べた結果である．いずれもゼロバイアスで高い Pを示しているが，0.5ではバイアスに対し

て Pが減少するのに対し，1では逆に増加し，異なる機構で偏極が生じていることがわかる．これ

は，文献 [1, 4]と整合し，理論提案された 1プラトーでの初めてのスピン偏極検出である．
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図 1上：試料の電顕写真．メイン：
In0.1Ga0.9As 2DEGベースの QPC
の伝導度ゲート電圧特性．左上挿
入図：1.0プラトーで測定したス
ピン偏極 Pのバイアス電圧 Vsd依
存性．右下挿入図：0.5プラトー
で測定したスピン偏極Pのバイア
ス電圧 Vsd 依存性．
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